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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體結構的製造方法，包括：依序形成一通道層、一阻障層於一基板上；形成一
源極電極、一汲極電極，分別位於該阻障層上；形成一覆蓋層，僅包覆該源極電極與該

汲極電極；加熱該源極電極與該汲極電極，使該源極電極、該汲極電極分別與該阻障層

間形成歐姆接觸，且該通道層與該阻障層間之一介面具有一二維電子氣；形成一閘極電

極於該源極電極與該汲極電極二者間之該阻障層上，該閘極電極未被該覆蓋層包覆；形

成一第一金屬層於該源極電極與該汲極電極之上方區域，使該第一金屬層分別電性連接

至該源極電極與該汲極電極；形成一襯墊層，包覆該第一金屬層與部分該阻障層、該覆

蓋層、該閘極電極；去除該第一金屬層上方之部分該襯墊層，以裸露該第一金屬層之上

方區域；以及高溫退火該第一金屬層之該裸露上方區域。

2.　如請求項 1所述之半導體結構的製造方法，其中形成該源極電極與該汲極電極之材料係
選自於由鈦、鋁、鎳、金所組成之群族其中之一。

3.　如請求項 1所述之半導體結構的製造方法，其中形成該覆蓋層之材料係選自於由氮化
矽、二氧化矽、氮氧化矽、氮化鈦、鎢化鈦、鈦鎢氮化物、氮化鋁、石磨所組成之群族

其中之一。

4.　如請求項 1所述之半導體結構的製造方法，其中形成該襯墊層之材料係選自於由氮化
矽、二氧化矽、氮化鋁、碳化矽所組成之群族其中之一。

5.　如請求項 1所述之半導體結構的製造方法，更包含形成一第二金屬層位於該第一金屬層
之上方，並與該第一金屬層電性連接。

6.　如請求項 1所述之半導體結構的製造方法，其中形成該阻障層之材料包含氮化鋁銦鎵
(AlxInyGa(1-x-y)N)，其中 0≦x<1，0≦x+y≦1。

7.　如請求項 1所述之半導體結構的製造方法，其中該基板係選自於由矽、藍寶石、碳化矽
所組成之群族其中之一。

圖式簡單說明
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圖 1為習知高電子移動速度電晶體元件中源極電極與汲極電極側向溢金與上方溢金的示
意圖；

圖 1A為習知高電子移動速度電晶體元件中側向溢金之實際顯微放大成像圖；
圖 1B為習知高電子移動速度電晶體元件中上方溢金之實際顯微放大成像圖；以及
圖 2至圖 9為本發明一實施態樣中製造半導體結構之製程步驟及結構圖。

(2)

- 12775 -



(3)

- 12776 -



(4)

- 12777 -



(5)

- 12778 -



(6)

- 12779 -



(7)

- 12780 -



(8)

- 12781 -



(9)

- 12782 -



(10)

- 12783 -



(11)

- 12784 -


